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近年、STT-MRAM の開発は目覚ましく進展し、この１～２年のうちにはギガビット級

STT-MRAMのサンプル出荷予定がアナウンス[1]されている。この急激な進展を支える基幹素子が、

垂直磁化配向膜を記憶層・参照層とした“垂直磁気トンネル接合（p-MTJ）”である。高集積

STT-RAM 実現に向けた p-MTJ を構成する材料・素子には、様々な性能が要求される。主たるも

のとして、書込性能（反転電流、書換耐性、誤書込抑制など）、読出性能（磁気抵抗比や素子抵抗）、

記録保持性能（熱擾乱耐性）、バラツキ、を挙げることができ、加工まで含めるとこの他にも要求

特性がある。素子サイズが微小化するほど、要求特性のハードルは高くなるが、現在に至るまで

p-MTJ はそのスケーラビリティを維持しながら、要求特性を高い性能レベルで満たしている。最

近では、さらに先の世代に向け、Sub-30 nmといった超微小化（=超高集積化）を目指した p-MTJ

のスタックおよび材料開発が世界中で進められている。 

本講演では、これまでに開発した Sub-30 nm向け超低抵抗 p-MTJにおける書込・読出特性[2-4]

について述べるとともに、記憶層、参照層の材料開発について、特に、参照層の材料およびスタ

ック構成が諸特性を左右した事例を挙げ、特性向上のポイントについて解説する。また、Sub-30 nm 

p-MTJ 実現に向けた材料開発指針や、既存と異なったアプローチでの垂直磁化膜の開発について

触れる。 
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